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EELL77553366单单片片11AA步步降降调调整整器器  
 

概述  
EL7536 是带有内部补偿的同步集成FET 1A步降调整器。它工作的输入电压范围为 2.5V~5.5V，适用

于 3.3V，5V的电源，或锂离子电源。输出可通过电阻分压器从外部设置，范围为 0.8V~VIN。 
    EL7536的主要特点是 PWM 模式控制。它的工作频率的典型值是 1.4MHz。其他特点还包括 100ms 的上
电复位输出，小于 1µA 的关机电流和过热保护。 

EL7536是 10引脚MSOP封装，所有零件只占用印刷电路板的一面，且整个转换器的面积小于 0.15in2。

EL7536规定的工作温度范围为-40℃到+85℃。 
订购信息表  

  
特点 
z 整个 1A 转换器的覆盖面积小于 0.15in2（0.97cm2） 
z 所有零件在 PCB的一面 
z 最大高度为 1.1mm  MSOP10 
z 100ms的加电复位输出（POR） 
z 内部补偿电压模式控制器 
z 高达 97%的效率 
z <1µA的关机电流 
z 过流和过热保护 
z 无铅（依照 RoHS） 
 
应用 
z PDA和袖珍式 PC电脑 
z 条形码识别器 
z 蜂窝式电话 
z 便携式测试设备 
z 锂离子电池供电设备 
z 小结构（SFP）模块 
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 管脚引出线和典型应用图 

 
极限参数（TA=25℃） 
对SGND的VIN，V DD和POR⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯  -0.3V至+6.5V  
对PGND的LX⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ -0.3V至（VIN++0.3V） 
对SGND的RSI,EN,VO和FB⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ -0.3V至（VIN++0.3V） 
对 SGND的 PGND⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ -0.3V至+0.3V 
输出峰值电流⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯  1.2A 
工作环境温度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯  -40℃至+85℃ 
贮存温度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯  –65℃至+150℃ 
节点温度⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯  +145℃ 
电气指标 
所有规格在VDD=VIN=VEN=3.3V，C1=C2=10μF，L=1.8μH，VO=1.8V的条件下，除非另有说明。 
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引脚描述 
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结构框图 

 
性能曲线和波形图 
所 有波形均取自VIN=3.3V，VO=1.8V，IO=1A,部件值如第一页所示在室内环境温度条件下，除非另有说明。 
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应用资料 
产品说明 

EL7536是同步集成的 FET 1A步降调整器，它工作的输入电压为 2.5V到 6V，输出电压可由用户通过
一对外部电阻自行调节。 

通过内部补偿控制器，仅用两个陶瓷电容器和一个电感器就可组成一个完整的，占用面积非常小的 1A 
DC到 DC转换器。 
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启动和关闭 
    当EN脚接至VIN，VIN达到约 2.4V的电压，调整器开始接通。，输出电压逐渐增加以保证正常的软启动
操作。 

    当 EN脚接逻辑低电平，EL7536 处于关闭状态。所有的控制电路和MOSFET都被切断，输出电压降
至 0V。在这种状态下，总的输入电流小于 1μA。 
    当 EN脚达到逻辑高电平，调节器会重复启动的步骤，包括软启动功能。 
PWM操作 

在PWM模式下，P通道MOS管和N通道MOS管通常进行互补工作。当PMOS管导通而NMOS管断开，
电感电流线性增加。输入电能转换为输出并贮藏在电感中。当PMOS管断开而NMOS管导通，电感电流线
性减小，电能由电感转移至输出端。因此，通过电感的平均电流即为输出电流。因为电感和输出电容充当

低通滤波器，占空比约等于VIN除以VO的值。 

输出 LC 滤波器还有第二个作用。为了维持转换器的稳定性，整个控制器必须通过固定的内部补偿误
差放大器进行校正。因为补偿是确定的，所以输入和输出陶瓷电容器的值为 10μF到 22μF。电感的标称
值是 1.8μH,但是也可使用 1.5μH到 2.2μH的电感。 
100%占空比操作 
    EL7536 采用CMOS功率场效应晶体管作为内部同步电源开关。上位开关是PMOS,下位开关是NMOS。这
样不仅节省了一个引导电容，而且可以 100%打开上位PFET开关，使VO接近VIN。VO的最大值是， 

   VO=VIN-(RL+RDSON1)xIO 

这里，RL是电感的阻值，RDSON1是PFET的电阻值，室温下的标称值是 70mΩ,随温度变化规律是 0.2 
mΩ/℃。 
    当输入电压逐渐降至接近甚至低于预置的VO，转换器的占空比为 100%。在这种条件下，如果上位PFET
要断开，则需要一段最小断开时间。这个断开时间和输入/输出条件相关。这使得在占空比未达到 100%时，
其值显得比较随意，也增加了输出的波动。大的输出电容能够降低看上去比较随意的波动。如果希望达到

接近 100%的占空比，用户需要验证这种情况是否会对整个电路有不利的影响。 
RSI/POR功能 
    通上电，当VO达到预置电压后，开放的集电极加电复位输出端保持低电平约 100ms的时间。当高电平
有效的复位信号RSI出现，POR立即变为低电平并保持直到RSI恢复为低电平。输出电压不受影响。（请参
考时序图）。不需要实现该功能时，将RSI接地，使POR引脚上的升压电阻R4悬空。 

    当安装了升压电阻R4，POR输出也要充当一个 100ms延迟的供电良好信号。要实现应有的功能，RSI
管脚要直接（或通过R6间接）接地。 
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输出电压选择 
用户可通过一个电阻分压器来设置转换器的输出电压，可通过下面的公式计算得到： 

VO=0.8×（1+
1

2

R
R
） 

元件选择 
    因为内部补偿固定，所以元件的选择范围相对狭小。我们建议输入和输出电容都采用标称值为 X5R
或 X7R的 10μF到 22μF的多层陶瓷电容器，和 1.5μH到 2.2μH的电感。 
在极限条件下（VIN<3V ,IO>0.7A，节点温度高于 75℃）,建议输入电容C1为 22μF。否则，如果上面 3

种条件都不满足，C1会保持为 10μF。 
输入电容的 RMS电流由下面的公式求出： 

IINRMS= O
IN

OINO I
V

VVV
×

× − ）（
 

    对所有的VO，IINRMS约为输出电流IO的一半。输入电容必须能够操纵这个电流。 

电感的峰峰值纹波电流由下式计算： 

ΔIIL=
SIN

OOIN

fVL
VVV

××
×− )(

 

    L是电感值 
    fS是转换频率（标称值为１.4MHz） 
    电感必须能够控制RMS负载电流的IO，为了确保电感的可靠性，它还必须能承受极限条件下 1.5A的冲
击电流。 

极限电流和短路保护 
PMOS 的极限电流约为 1.5A。当负载发生短路时，预置的极限电流限制了可输出电流，这导致输出电

压降低至预置电压以下。同时，过量的电流使电感温度升高直至达到它的热关闭点。 

热关闭 
一旦结点温度达到 145℃，调整器就会关闭。P 通道和 N 通道 MOS 管都将断开。输出电压降为零。

由于输出MOS管断开，调整器的温度会很快降下来。一旦结点温度降到大约 130℃，调整器将使 EN脚置
逻辑高电平，重新启动。 
热性能 

EL7536 采用熔断引线式MSOP10 封装。和常规的MSOP10 封装相比，熔断引线式封装能够提供更低
的热敏电阻。θJA在 4层板上的值为 100℃/W，在 2层板上为 125℃/W。使管脚周围的铜面积最大化，也
可以进一步提高热性能。 
布线考虑 

为了使转换器恰当的实现应有功能，布线非常重要。应该遵守下面的 PC布线准则： 
z 区分电源接地和信号接地，将它们接至管脚正确的点上 
z 使输入电容尽可能靠近VIN和PGND脚 
z 使下面的PC轨迹尽可能小： 

从LX脚到L 
   从CO到PGND 
z 使用时，使从 FB脚到 R1和 R2的路径尽可能靠近 
z 使 PGND脚周围的铜面积尽可能的增大 
z 在芯片下面到附加接地平面间增加一些过孔以增强散热 
示范板是基于以上几点的一个很好的例子。请参考 EL7536的应用摘要。 
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MSOP封装轮廓图 

 

              声明：本资料仅供参考。如有不同之处，请以相应英文资料为准。  
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